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UptliK-oimuiation =2 vispersionen von ULED-Naterialien
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Veritikation der Dispersionsdaten / ochichtdicken

Sukzessiver Aufbau einer OLED - System: Substrat — ITO — PEDOT — HTL
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Veritikation der Dispersionsdaten / ochichtdicken

Sukzessiver Aufbau einer OLED - System: Substrat — ITO — PEDOT — HTL — Emitter — ETL
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Veritikation der Dispersionsdaten / ochichtdicken

Sukzessiver Aufbau einer OLED - System: Substrat — ITO — PEDOT — HTL — Emitter — ETL — Silber
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UptliK-oimuiation < ADStranicharaKieristik nomogener OLEDS
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Winhkelabhangige Farbortverschiebung der substratstrahiung einer weilien OLED
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UptliK-oimuiation =2 Eigenschnartien von licntemittierenaen roilymeren
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Internes EL-Spektrum
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Leistungsoudget einer nomogenen OLcp

e Quantifizierung des Leistungsanteils in den verschiedenen Kanalen (Nutzlicht «» Verlust)
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Interferenz — Effekte in OLEDs - Schichtdicken- u. Brechzahloptimierung - Auskopplungserhéhung:
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OLEDUS MIT MIKro-optiscnen substratstrukiuren 2 osubsStratauskoppiung

Beispiele mikro-optischer Strukturen
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OULEDS MIT MIKro-optischen osupstratstrukiuren =2 oubstratauskoppiung

Abstrahlcharakteristik mit verschiedenen Mikrooptiken:
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Wirkung von diffraktiven Strukturen in OLEDs
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simuiation einer Photonischen - Kristall - OLED
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Lichtmanagement: Weilie OLED mit PrimaroptiKk und sekuhdaroptik

Schemaskizze

([

Abstrahlcharakteristik
1S
-o . . - .
_‘é OLED mit Primaroptik e Etendue-Erhaltung
/% und Sekundaroptik - Verlust an Gesamtleistuncg
s B e Lichtrecycling + ,Fokussieru
= £ homogen OLED mit > Intensitatserhdhung im
A - Primaroptik Akzeptanzwinkelbereich
> L
—
@)
’ 0 20 40 60 80 Winkel

Verschiedene Primar- und Sekundéaroptiken

(o) (@) (@)
c C c
3 3 3
= = =
Q Q 9
o oC o
= x =
£ £ £
2 2 2
= i =
= = =
Winkel in y-Richtung Winkel in y-Richtung Winkel in y-Richtung

Fraunhofer Institut
Angewandte Optik



Zusammenfassung
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